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ELECIRONICA INDUSTRIAL

Situação tecnológica actual
e perspectivas futuras dos equipamentos

para carga de baterias estacionárias
Pedro Nuno Marcos Moreira da Silva III

Mário Aegusto do Ro ário Barbo a It.$

abstractreSll1110

. . .. .......este artigo resumem-se as prmcrpais exrgencras
colocadas normalmente aos equipamentos industriais
para carga de baterias estacionárias e analisam-se as
diversas configurações da electrónica de potência e os
semicondutores utilizados actualmente, assim como os
seus domínios de aplicação. São também abordadas
algumas exigências construtivas a que estes equipa-
mentos estão sujeitos. finalmente são efectuadas algu-
mas observações sobre a evolução deste equipamentos
na perspectiva da EFACEC.

1. Introdução

existência de lima red de corrente contínua
ininterrupta é já há algun unos urna exigência funda-
mental em vário domínios de actividade, podendo ser
citado como exemplo os seguintes:

• Centrais eléctrica
• Subestações
• Centrai telefónica
• Sistema de egurança, sinalização c alarme
• u riliares de equipamento de tracçao
• lndú tria
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The auihors summarize the matn requiremc I ç ti
Industrial Chargers for Stationarv Storage Ba
usually have to meet and dicuss the di/ter 11 II
tronic Power Circuits and Semicondutoi S l , Li

well as their application domain. S0111 COIl\{ /(11\'

requirement s are also outlined. Finally Ilu. P') 11 (

view of EF A CFC about lhe evolution of thc /
ments is prescnted.

Com a r ente proliferação de sistemas de alirn n
ração não inten uptív eis de corrente alternada (U PS)
e não endo pos 1\ el armazenar energia eléctrica ob
a forma de corrent alternada. alargou- c a im o
campo de aplicação da rede de corrente conunu
para:

• Ba e de dados
• Centro de cálculo

• PedroNuno M {da süva, F~ng~~Ict. (U P ), D vI-
são d FJI ctrônlca lndustri 1 (Ef' OC:)

• ..I!órto Augu to R. B roo En. EI ct ( P, Dlvl
de lEI ctrõnlc Indu ria} (EJ.'" ).
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correntes superiores poderia ainda r utilizada. mas
as vantagens que apresenta Ia e às montagens trifási-
caso que são simplicidade e pre o, dei carn de ser d ter-
minantes face ao maior dimensionamento da rede
alterna que seria necessário. urna vez que para a
mesma potência de saída para a mesma tensão de
entrada a corrente absorv ida é trê \ zes superior.

A passagem da montagem rnonofási a à trifa ica
e pois ditada não por limitações dos semicondutore ..
mas sim pelo dimen ionamento da rede que alimenta
ú conversor.

Rectificador trif ásico ti ristorizado erni ou total ..
mente comandado

- -

As montagens con1 rectificador trifásico tiri tOI i-
zado semi ou totalmente comandado (fig. 5) são as
mais utilizadas, urna \ ez que cobr m uma larga g..mu
de tensões e corrente. apresentando também boa
características de ondulação re idual, factor de potén
da e rendimento.

e vol ucão rccen te no fabrico dos sernicondutore
utilizados nestas montagens, nomeadamente o apare 'J

mente ele módulos com tiri tores em caixa isol dei
(fig. 6). veio permitir a montagem SOblC um un t.:l

dissipador. de; pontes completas (fig. 7) que reune

Fig. J - Conversor linear

Como vantagens apresenta um muito baixo con-
teúdo de ondulação na tensão da saída, interferência
ao nível de radiofrequência extremamente reduzida e
uma muito boa resposta dinâmica.

Como desvantagem está o seu fraco rendimento
que conduz a uma limitação da potência à zona das
aplicações em que se pretendam correntes e tensões
baixas. De uma forma geral os valores máximos não
simultâneos de tensão e corrente situam-se à volta
dos 60 V e 20 A.

3.2 Rectificador monofásico
totalmente comandado

tiristorizado •serm Oll

As mon tagens com recti ficador monofásico liriste-
rizado semi ou totalmente comandado (fig. 4) utilizam
como elemento regulador o tiristor convencional.

A Efaccc tem utilizado a ponte sernicomandada
para correntes de poucas dezenas de ampere. Para

Fig. 4 - Rect ii ieador monof âsico
a) Sernicornandado
b) 'I'otalmente comandado

0-

b
Fig. 5 - Re tific dor trifá ico

3) mi ornand do
b) Totaln nte comandado

''----''------0

a•

+

-
a
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Fig. 12 - Armário anti-sismico

Na parte inferior do armário situa-se normalmente
o transformador e as bobinas sendo o resto da apare-
lhagem montada em platine metálica. Devido ao facto
de estes equipamentos necessitarem possuir um ele-
vado grau de fiabilidade, são por vezes colocadas
exigências especiais sob o ponto de vista de resistência
mecânica, como seja o facto de terem de suportar um
abalo sísmico sem que isso se traduza em altcracões
no seu funcionamento ou em deforrnacões na sua~

estrutura. Também neste domínio a Efacec desenvolveu
uma gama de equipamentos, com componentes, estru-
turas e métodos de fixação de características anusrs-
micas, que foram testados no LNEC (fig. 12. 13).

5. Notas finais

A evolução dos semicondutores de potência con-
duziu a que os equipamentos para carga de baterias
beneficiassem de soluções mais económicas. compac-
tas e fiáveis, por redução do número de componentes.
Estão neste último caso os módulos com dois tiristores
e a eliminação dos «snubbers» nalguns tipos de tiris-
toro

A electrónica de comando destes equipamentos
tem sofrido também importantes progressos COll1 o

o
O
•••••
•••••••••

Fig. 13 - Modelo do armário anti-sísrnico

av anço tecnológico dos circuitos integrados. tendo-se
desta Forma tornado mais simples e compactos os
circuitos. com o consequente aumento de fiabilidade.

Os carregadores de baterias. sendo tradicional-
mente domínio dos semicondutores com comutação
natural. podem vir a beneficiar dos progressos veri-
ficados ultimamente no.') componentes com comutação
forçada, apontando-se já de momento. como foi refe-
rido. para a utilização de Ivl0SFET nas gamas de
baixa potência, não sendo de excluir a utilização de
tiristores GTO para potências mais elevadas.

A Efaccc, empresa nacional com reconhecida expe-
riência no domínio da Electrónica de Potência. desen-
volveu, apoiada nas mais recentes tecnologias. uma
vasta gama de Carregadores Industriais de Baterias
- CIB, que faz face às mais exigentes solicitações
de mercado. continuando a desenvolver novas soluções
para este tipo de equipamentos.
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